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Ent schei dung der Prifungsabteilung des
Eur opai schen Patentants, die am

29. Juli
der di e européi sche Pat ent annel dung
Nr. 92 103 772.7 aufgrund des Artikels
97 (1) EPU zuriickgew esen worden ist.

1996 zur Post gegeben wurde und nit
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Sachverhalt und Antréage

1965.D

Di e Prifungsabteilung hat mt Entschei dung vom 29. Jul
1996 di e europai sche Patentannel dung Nr. 92 103 772.7

wegen mangel nder erfinderischer Tatigkeit (Artikel

52 (1) und 56 EPU) zurickgew esen. In der Entscheidung
der Prufungsabteilung wrde das fol gende Dokunent

ber Gcksi chti gt :

D1: EP-A-0 272 143.

Der Beschwer def ihrer (Annmel der) hat am 4. Cktober 1996,
unter gleichzeitiger Entrichtung der BeschwerdegebUhr,
gegen di ese Entschei dung Beschwerde eingelegt. D e
Beschwer debegr iindung wurde am 2. Dezenber 1996
nachgerei cht.

Der Beschwer def ihrer beantragt, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und ei n Patent aufgrund
f ol gender Unterl agen zu erteilen:

Beschr ei bung:

Seiten 1 bis 6

und 8 bis 11 W e urspriunglich eingereicht

Seite 7 ei ngereicht mt Schrei ben vom
26. Juni 2001

Anspr iche:
Nr. 1 bis 9 ei ngereicht mt Schrei ben vom
24. Juli 1995

Zei chnungen:
Blatt 1/1 wi e ursprunglich eingereicht.
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Der vorliegenden Entschei dung zugrundel i egende Fassung
des unabhangi gen Anspruchs 1 lautet we folgt:

"1. Verfahren zum ani sotropen pl asmaunt erst utzten Atzen
von Al um nium bzw. Al um ni urm egi erungen ent hal t enden
Lei t erbahnebenen in integrierten Hal bl eiterschal tungen,
bei dem eine Atzmaske (9) verwendet wird und bei dem

ei ne genau definierte vertikal e Fl ankenform (10) der

Lei t er bahnen ausgebi |l det wird,

dadur ch gekennzei chnet,

daR das Atzen mit einer streng ani sotropen angreifenden
At zgasmi schung erfol gt, die als Hauptbestandteil die bei
Nor mal bedi ngungen fl Gchti ge Jodver bi ndung
Wasserstoffjodid enthalt."”

Der Beschwer def ihrer begrindete seinen Antrag im
wesentlichen wie fol gt:

i) Dokunent D1 beschrei be einen AtzprozeR fr
nonokristallines Siliziumund Polysiliziummt
Hilfe brom oder jodhaltiger Atzgasmi schungen. In
di esem Dokunment werde auf Seite 14 der
Beschrei bung auf eine weitere US-Annel dung
verw esen, wel che einen AtzprozeR fir bestimmte
Silizide und entsprechende Silizid-Polysilizium
Doppel schi chten bei nhalte. I nsbesondere werde auf
vier Refraktéarnetallsilizide hingew esen, naniich
die Silizide von Ti, Ta, Wund Al. D ese Stelle
i n Dokunent D1 sei aber fehlerhaft, es hatte
Mol ybdan-Silizid anstatt Al um ni um benannt werden
sol Il en. Der Fachmann hatte di esen W derspruch
sofort erkannt, da Al um nium kei n Refrakt arnet al
sei und kein Silizid bilde. Er hatte aber sofort
an Mol ybdan gedacht, da dies in der Hal bleiter-
technol ogi e genei nsam mt den drei genannten
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Ref rakt arnetal | en di e grolte Bedeutung habe.
Weiterhin seien Silizide hinsichtlich ihrer

At zei genschaften viel enger mt Polysilizium
verwandt als mt den entsprechenden Metallen. Es
sei deshal b abwegi g, daR ein AtzprozeR

gl eichzeitig fur Silizide und fur Al um nium

geei gnet sei, da bei einer Al um ni umat zung ganz
andere Probl eme bericksichtigt werden niissen.

i) Die zitierte US Annel dung sei am Prioritéatstag
der vorliegenden Patentannel dung noch nicht
veroffentlicht worden, wohl aber die aus ihr
her vor gegangene j apani sche Annel dung JP 621766134
A. Diese Ofenlegungsschrift nenne als viertes
Refrakt arnetal | Ml ybdan

Ent schei dungsgr tinde

2.1

2.2

1965.D

D e Beschwerde ist zul assig.
Neuheit (Artikel 54 EPU)

Di e vorliegende Annel dung betrifft ein anisotropes

At zver fahren von Al umi ni um bzw. Al uni ni unl egi er ungen
ent hal t enden Lei t er bahnen durch ei ne At zgasmi schung,
wel che al s Haupt bestandteil Wasserstoffjodid enthalt.

Dokunent D1 beschrei bt ein plasmaunterst it ztes

At zverfahren fir einkristallines Silizium Polysilizium
Silizide und Polysilizide mttels Jod- oder Brom
Gaschem e (vgl- Zusamenfassung). Als bevorzugte Gase
fur dieses Verfahren sind Wasserstoffbromd (HBr),
Wasserstoffjodid (H') und CF,Br, benannt (vgl. Seite 4,
Zeilen 43 bis 46).
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Auf Seite 14 di eses Dokunents (vgl. Zeilen 13 bis 34)
wird auf die nicht veroffentlichte US Annel dung Nr.

786 783 Bezug genommen. Di ese Annel dung soll ein

At zverfahren der Refraktarmetallsilizide Titan, Tantal,
Wbl fram und Al um ni um of fenbaren ("silicides of
titanium tantalum tungsten and al um nunt'), wobei die
Gasmi schung HO /Cl, als Atzgas fiur Polysiliziumund die
Gasm schung Bd ;-HCA /C, far Silizide verwendet wrd.
Hiermt soll ein kontinuierliches Atzen von
Polysilizium Silizid-Strukturen ohne Unterbrechung des
Vakuuns erndglicht werden. In di esem Zusanmenhang wird
weiterhin erwahnt, dall die BC ;-HC /O, Gasm schung alle
vier Refraktarmetallsilizide atzt, wobei aber nur drei
Ref rakt arnetal |l e benannt wurden (Ti, Ta und W.

Ei ne Wasserstoffjodid enthaltende Gasm schung wird in
Dokunent D1 nur zum At zen von SiliziumEinkristallen
oder Polysiliziumverwendet (vgl. Seite 6, "Hydrogen
iodide"; Seite 9, "H etch of single crystal silicon"
Seite 12, "Polycrystalline silicon etch"). Ein Atzen von
Alum nium mt dieser Gasm schung ist in di esem Dokunent
ni cht of fenbart.

Somt ist das imAnspruch 1 beanspruchte Verfahren neu.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

I n der angef ochtenen Entscheidung wird auf die im
Dokunent D1 (vgl. Seite 14, Zeilen 29 bis 34) enthaltene
Auf f orderung an den Fachmann verw esen, die angepaliten
Ver f ahr ensparaneter fir ein Atzen der Silizide von
Titan, Tantal, Wl framund Alum nium mt den

vor geschl agenen Gasm schungen zu besti men, und

wei terhin die Schlul3fol gerung gezogen, dall das El enent

Al um ni um und kein Alum niunsilizid geneint sein misse,
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da Alum niumkein Silizid bilde. Somt ware die
Anwendung von Wasserstoffjodid zum At zen von Al uni ni um
dem Fachmann nahegel egt.

Der Beschwer def ihrer hat geltend gemacht, dalR in
Dokunment D1 fal schlicherweise Al um nium benannt sei. D e
in dieser Textstelle enthaltenen Wderspriche (A um ni um
sei kein Refraktarmetall und bilde keine Silizide,
weiterhin sei von vier Refraktarnmetall-Siliziden die
Rede, wobei nur drei benannt waren) hatten den Fachmann
an demreal en O fenbarungsgehalt bezuglich Al um ni um
zwei feln | assen. Denentsprechend sei in di esem Dokunent
kei ne Aufforderung enthalten, Alum niummt einem der
genannten Gasm schungen zu &t zen

Auf grund der i m Dokunment D1 ent hal tenen wi dersprich-

i chen Ausfihrungen in Bezug auf Alum niumist die
Kammer der Auffassung, dalR di eses Dokunment dem Fachmann
kei ne klare Lehre bezuglich das Atzen von Al umi ni um
Ubermttelt. Bei der Bewertung des O f enbarungsgehalts
des Stands der Technik ist aber davon auszugehen, dafl}
der Fachmann vor allem an der techni schen Realitéat
interessiert ist (vgl. Entscheidung T 77/87, Punkt
4.1.2).

Das Patent US-A-5 112 435 (=D2) entspricht der in
Dokunent D1 genannten US Annel dung. Di ese Annel dung i st
nicht vorveréffentlicht, da sie erst am12. Mai 1992
her ausgegeben wurde, d.h. nach dem5. Mirz 1991, dem
Prioritéatsanspruch der vorliegenden Annel dung. Dokunent
D2 wird aber zur Interpretation der japanischen
Patentschrift JP 62-176134 herangezogen, wel che am

1. August 1987 veroffentlicht wiurde und auf der oben
genannten US Annel dung als Prioritatsdokunent basiert.
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I n der Zusamrenfassung des Dokuments D2 wird ein

At zverfahren fir die Refraktarnmetall-Silizide von
Titanium Tantal, Wl framund Al um nium erwahnt. D es
entspricht daher der in Dokunment D1 enthaltenen
Zusammenf assung, ist aber imLicht der vollstandigen

O f enbarung des Dokunents D2 nicht korrekt. Dieses
Dokument of fenbart ein Atzverfahren fiur Silizide,

Pol ysiliziumund Polyzide (vgl. Spalte 1, Zeilen 14 bis
18), wobei insbesondere die Refraktarnetall-Silizide von
Titan, Tantal, Wl framund Ml ybdan verwendet werden
(vgl. Spalte 2, Zeilen 49 bis 52; Spalte 4, Zeilen 63
bis 68; Spalte 12, Zeilen 4 bis 9 und Tabellen 1 und 2).
Ein fur A uminium geei gnetes Atzverfahren ist im
Dokurment D2 nicht offenbart.

Es ist deshal b eindeutig, dal3 die in Dokunent 1 genmachte
Angabe iber ein Atzen von Al uninium nicht der

O fenbarung des Dokunents D2 entspricht. Enthalt aber
ein veroffentlichtes Referat eine Rickverwei sung auf das
gl eichzeitig vorliegende Oiginal dokunent und stinmmt die
wortliche O fenbarung des Referats mt der des

Ori gi nal dokunments ni cht Uberein, so nmuf3 das Referat
anhand des Oi gi nal dokunents ausgel egt werden, wenn
festgestellt werden soll, was technisch tatsachlich

of fenbart worden ist. Stellt sich dann heraus, dal die
O fenbarung des Referats Fehler aufweist, so gilt diese
fehl erhafte O fenbarung nicht als Stand der Technik
(vgl. T 77/87)

Aus den genannten G inden ist somt die Anwendung ei ner
Wasser st of fj odi d ent hal t enden Atzgasm schung zum At zen
von Al um ni um bzw. Al um ni um egi erungen fur dem Fachmann
ni cht nahel i egend.

D e Kammer konmm auf Grund des dargestellten
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Sachverhalts zu dem Ergebni s, dalR der Gegenstand des
Anspruchs 1 den Erforderni ssen des Artikels 56 EPU
genugt und somt patentierbar ist. Die Anspriche 2 bis
9, die auf besondere Ausfuhrungsfornmen der Erfindung
nach Anspruch 1 gerichtet sind, haben zusanmen mt
Anspruch 1 Best and.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die Prufungsabteilung zurickverw esen
mt der Anordnung, das Patent mt den in Punkt [1I
genannten Unterl agen zu erteilen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

D. Spigarelli R. Shukl a

1965.D



